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産総研が中心となって開発を進めている「ミニマルファ

ブ」は、φ12.5 mm のハーフインチウェハを用い、最小投

資で、変種・変量生産デバイスに対応しようとする生産シ

ステムのことである。今回、GaAs デバイス試作に際して、

表面および裏面電極にAu/AuGe/Auの積層膜形成が必

要となり当施設のEB蒸着装置を使用し膜形成を行った。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

真空蒸着装置 
【実験方法】 
  Fig. 1 に示すようにハーフインチウエーハを専用のウエ

ーハホルダーにワッシャーを用いて 2 箇所のネジ止めに

てウエーハを固定した。蒸着はウエーハの表側と裏面側

に行う 2 工程があり、積層膜仕様は下記とした。 
(1)表面側電極形成 
仕様膜厚：Ti(50 nm)/Pt(100 nm)/Au(200 nm) 
リフトオフによる電極形成でレジストの耐熱性を考慮

して下記のように 3 回に分け間に冷却時間をおいて蒸

着を行った。 
Ti(50 nm)/Pt(25 nm) ⇒ Pt(50 nm) ⇒ 
Pt(25 nm)/Au(200 nm) 
 
(2)裏面側電極形成 
仕様膜厚：Au(10 nm)/AuGe(230 nm)/Au(750 nm) 
下記のように 3 回に分け間に冷却時間をおいて蒸着

を行った。 
Au(10 nm)/AuGe(230 nm)/Au(150 nm) ⇒ 
Au(300 nm) ⇒ Au(300 nm) 

  ウエーハ裏面側では Au/AuGe/Au 積層膜と GaAs 基

板との間でオーミックコンタクトを確保する必要がある。そ

の為、Fig. 2 に示すテストパターンにて事前チェックを行

った。Au/AuGe/Au 積層膜を蒸着後、水素アニールを行

いコンタクトのオーミック性を確認した。 

ウエーハ表面側は

蒸着後、リフトオフにて

レ ジ ス ト を 除 去 し

Ti/Pt/Au 積層膜のパ

ターンを得ることができ

た。また、ウエーハ裏

面側ではウエーハ内

全ての箇所において

オーミックコンタクトを

得ることはできなかっ

たが一部の箇所でオ

ーミック性が得られた。

その IV 特性を Fig. 3 に示す。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
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